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１．概要（Summary） 

GaN 系半導体・光電子デバイスの開発のためのレー

ザフォトマスクの作製をおこなった。基板となる GaN に対

し選択成長用のマスクを作製し、高品質化を図った。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】   
マスクレス露光装置（大日本科研社製，MX-1204） 

【実験方法】 
レーザー描画装置を用いて様々なパターンのマスクを

作製した。Fig. 1 に Line/Space＝3/3 µｍのストライプマ

スクパターンの設計図および作製後の写真を示す。作製

されたマスクのパターンは正確に Line/Space＝3/3 µｍ
の形状となってることが分かる。作製した Line/Space＝
3/3 µｍのマスクを用いて、フォトリソグラフィーおよびスパ

ッタリングを用いて SiO2 を堆積させリフトオフプロセスに

よりメサ構造の SiO2 ストライプパターンを作製した。その

後、HVPE 法により GaN の成膜を行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 Design of SiO2 stripe mask and picture of the 
mask fabricate by laser lithography system 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 2 に作製した SiO2 のストライプパターンのレーザ

ー顕微鏡写真を示す。この結果、膜厚約 200 nm の

SiO2 のストライプパターンが形成できたことがわかった。

また、Fig. 3 に示すように SiO2ストライプの周期は乱れる

ことなく等間隔に作製できていることが明らかとなった。最

終的に HVPE 成長させた GaN は高品質であることが分

かった。 

 
Fig. 2 Depth profile of the SiO2 stripe pattern by 
laser microscope 

 

 
Fig. 3 Optical microscope image of the SiO2 stripe 

pattern 
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